Fisa L4-MOS_Soft-Hard Florin Babarada

Grupa: Numele: Semnitura scanati:

FISA REZULTATE LUCRARE L4 MOS_SOFT-HARD

1p. Tabelul 3.3

Vs [V] 0 15 2 3 305 | 307 | 309 | 31 |315| 3.2

Vs, masurat [V]

Vce 0 1 2 3 4 8 12 16 20 24

Rp=R12+Ry22 [KQ]

Ip [mA]

(Ves-V1)72 [V7]

1p. Inserati simularea caracteristicii de transfer 1o=f(Vss) a tranzistorului MOS.

1p. Determinati pe simulari tensiunea de prag la 10pA si parametrului k, ai tranzistorului MOS.

2p. Tabelul 3.4

Vos [V] 0 1 2 3 4 6 8 10

Vbs,mas [V]
Voo [V]
R12+Ry22 [KQ]
Ip=[MA]

VGs=O [V]

Vps,mis [V]
Voo [V]
R12+Ry2 [KQ]
Ip=[MA]

VGS:2,5 [V]

Vps,mas [V]
Voo [V]
R1o+Ry22 [KQ]
Ip=[MA]

VGs:3,0 [\/]

Vps,mas [V]
Voo [V]
R12+Ry22 [KQ]
Ip=[MA]

VGs:3, 1 [\/]

Ves=3,2 [V] Vps,mis [V]




Regimul static al jonctiunii pn

Voo [V]
R1+Ry2 [KQ]
Ip= [mA]

Vps,mis [V]
Voo [V]
R12+Ry22 [KQ]
Ip=[MA]

Ves=3,3 [V]

Vps,mis [V]
Voo [V]
Ri2+Ry2 [KQ]
Ip=[MA]

VGs=3,4 [V]

1p. Inserati simularea caracteristicii de iesire I, =f (V , V) a tranzistorului MOS.

GS’

1p. Tabelul 3.6

Vo [V] 13 14 15 16 17 18 19

VD,misurat [V]

VS,mésurat [\/]

Vce [V]

Vs [V]

Ves [V]

VZ=......... [V], ID [mA]

1p. Inserati simularea curentului de drena Ip cu variatia tensiunii de alimentare la Vz=6,2V.

2p. Inserati simularea amplificatorului sursa comuna pentru Ves=3,13V, Vgs=10mV si Vps=5,5V si
calculati amplificarea.



